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ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВИХ ОКСИДІВ 

 НА ВЛАСТИВОСТІ ГЕТЕРОСТРУКТУРИ 

 

Інтерес до напівпровідникових сполук групи А3В5 не вичерпується 

тільки об'ємними монокристалічними матеріалами, що пояснюється 

унікальними випромінювальними й електрооптичними характеристиками, 

високою фоточутливістю і потенційними можливостями зміни опору в 

широких межах. Для ряду практичних застосувань (сонячні батареї, 

лазери, світлодіоди тощо) потрібні гетероструктури на основі матеріалів 

цієї групи, які представляють інтерес для промисловості, що пов’язано з 

відносно низькою вартістю технологічних процесів одержання та широким 

спектром використання згаданих структур. Останнім часом все частіше 

розглядаються питання створення поруватих шарів у напівпровідникових 

матеріалах на основі бінарних сполук типу А3B5. Так, наприклад, у 

поруватих шарах відбувається зміщення основної смуги 

фотолюмінесценції (ФЛ) в короткохвильову область спектру, яке можна 

пояснити за допомогою квантово-розмірного ефекту (електронно-оптичні 

властивості квантово-розмірних структур залежать від розміру кристала в 

напрямку, за яким обмежено рух носіїв заряду) [4]. 

Більш простим і дешевим методом отримання поруватих шарів, по 

відношенню до інших, є метод електрохімічного травлення [3]. Однак при 

електрохімічній обробці напівпровідників на поверхні відбуваються 

складні процеси, що призводять не лише до утворення поруватих шарів, 

але й до утворення суцільних оксидних плівок або острівців оксидів, 

оскільки відомо, що поверхня напівпровідників легко окислюється. 

Вивчення морфологічних особливостей поверхні, пошук шляхів і 

способів управління складом, структурою та властивостями матеріалів і 

створення на цій основі технологічних процесів отримання поруватих 

плівок з необхідним набором властивостей, є актуальним завданням. 

У даній роботі розглянуто вплив поверхневих оксидів на процеси 

випромінювальної рекомбінації поруватого GaAs, отриманого методом 

електрохімічного травлення. 

Отримання поруватих шарів відбувалося за методикою наведеною 

в [2]. Після проведення процесу травлення, зразки було поділено на дві 

групи: перша – попередньо термооброблені в надчистому водні, друга – 
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без термічної обробки після травлення. Для обох груп зразків досліджено 

морфологію (метод скануючої електронної мікроскопії), проаналізовано 

хімічний аналіз поверхні (метод енергодисперсійної рентгенівської 

спектроскопії), досліджено спектри ФЛ. 

Встановлено, що на поверхні зразків другої групи після 

електрохімічної обробки з’явилися кристаліти розміром 50-200 мкм, 

розміщені хаотично. На відміну від цього на зразках другої групи 

отримано поруваті шари без помітного покриття поверхні пор оксидами 

або іншими продуктами електрохімічної реакції. 

Мікроелементний аналіз складу поверхневих шарів підтверджує 

відхилення стехіометрії та присутність оксидів (≈21%) для зразків, які не 

було термічно оброблено. У першій групі зразків мікроаналіз елементного 

складу не вказує на присутність інших сполук, окрім Ga і As. 

Спектри ФЛ досліджених груп значно відрізняються – положення 

піків у видимій області має значний розбіг. З порівняння спектрів двох 

груп досліджуваних зразків, а також ФЛ найбільш імовірних поверхневих 

оксидів Ga2O3 та As2O3 [1], встановлено, що наявність на поверхні 

поруватих напівпровідників змінює спектри фотолюмінесценції у видимій 

частині, а отже і люмінесцентні властивості поверхні. 
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